Exercicios TE324

BJT e Mosfet

1. Qual o terminal do BJT que possui dopagem forte e qual o terminal que possui a menor dimensao
fisica?

2. Um BJT reversamente polarizado (trocando os terminais de coletor e emissor) vai apresentar o mesmo
valor de B7

3. Um transistor BJT em saturagdo pode atuar como um amplificador? Justifique.

4. Quais as possiveis regioes de operacao de um transistor BJT e quais as equagbes que definem cada
uma delas?

5. Um transistor MOSFET em saturagdo pode atuar como um amplificador? Justifique.

6. Para um transistor MOSFET canal N na configuragao de amplificador fonte comum com resistor de
degeneracao, quais as tensoes de fonte e de dreno tipicamente aplicadas em relacdo a Vpp?

7. Sabendo que o BJT estd polarizado na regiao ativa com Vg = 0.67 V, que Ig = 10 fA, Vp = 25 mV,
e [ = 100 responda:
a) Qual é a corrente Ig? 43.6 pA

b) Sabendo que o transistor estd polarizado como amplificador, qual é a corrente I e Ig, respectiva-
mente? [ = 4.36 mA, Iy = 4.4 mA

c¢) Sabendo que o transistor estd em saturagdo com corrente de coletor de 1 mA, qual o valor de

forcado? [Sp =~ 23

8. Para as condigoes descritas abaixo, indique qual é o modo de operacao dos transistores. Considere
[VBEon| = 0.7V e [Vopsat| = 0.2 V.

e NPNcom Vg =03VeVog=23YV;

e NPNcom Vg =07VeVog=3V,;

e PNP com Vg =—-0.7V e Vg =3V,

e NPNcom Vgg=—-07VeVog=2YV,;

e NPNcom Vg =07Ve Vo =02V,

e PNP com Vg =0.7VeVog=-02YV,

e PNPcom Vg =0.7TVeVgoc=12V;

e PNPcom Vg =07VeVgoc=12V;

Corte, Amplificador, Amplificador, Corte, Saturacao, Saturacao, Corte, Amplificador

9. Para os circuitos abaixo, encontre a corrente Ix. Em todos os casos considere |Vpgo,| = 0.7 V e
|VeEsat] = 0.2 V, B =100 e despreze o efeito de Early.



5V

1 kQ

3.9 ng

i~
:

b) -5V
Ix =1.09 mA
10V

27V Iy

500 ©
20 kQ2

c)
Ix = —10 mA



10V

1 kQ
2V

2 kQ
2 kQ

Ix = —2mA
102V

Ix

10 kQ

fas
§2k9

v
e) 3V

Ix = —1 mA

23.23 k2

300

f)
Ix =10 mA



100 pA

g)

Ix = —133 mA

5V
1 kQ
Ix
h) -5V
Ix = 8.6 mA
10. Para os circuitos abaixo, encontre a tensdo Vx. Em todos os casos considere |Vpgo,| = 0.7 V e
|[VeEsat] = 0.2 V, 8 =100 e considere V4 = 100 V
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11. Especifique o resistor das combinagbes abaixo para acionar a carga Ry. Considere |Vpgo,| = 0.7V e
|[VeEsat] = 0.2 Ve B = 100. Para os casos com mais de um transistor, considere um fator de 10 no
produto entre os ganhos 5.
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12. Especifique os resistores de polarizacdo das combinagoes abaixo para polarizar o transistor como am-
plificador. Considere |Vpgon| = 0.7 V e = 100. Despreze o efeito de Early.

10V

10V
Re
Rp 10 mA
+
Ry Vout
Vin -

+
Ry Vout

a)

Rp =93 kQ, Rc =500 2
5V

@'
b) -6V

Rp =425.7 Q, Rc = 300



Rg

Rp Ry Vout

-3V

Rp =3k, Ro =3 kQ, Rp = 232.3 kQ
6V

Ry, Vout

d) 3V

O exercicio permite um grau de liberdade. Para quem for resolver utilizando Thevenin utilizar
Vip, = 5 V. Quem for resolver de outra forma pode utilizar um dos resistores da base fixo.

Re = 1.5k, Ry = 1.4851 kQ, Rpy = 117 kQ, Ry = 146.25 kQ
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Para os circuitos exercicio anterior, confirme que os transistores estdo em modo ativo direto (ou seja,
como amplificador) e desenhe o modelo de pequenos sinais dos circuitos. Utilize Vi = 25 mV.

Um MOSFET canal N é chamado assim porque é feito com um substrato tipo N?

A polarizacdo do corpo do MOSFET deve garantir que as jungdes PN estejam sempre polarizadas
reversamente?

Quando o corpo do MOSFET ¢ polarizado com uma tensao diferente da tensdo de fonte ocorre uma
mudanca no canal do mosfet. Qual é o parametro da equacgdo da corrente Ip que sofre alteracdo por
causa da alteracdo da tensdo de corpo?

Um MOSFET é capaz de conduzir corrente da porta para o substrato?

Quais as condigoes necessérias para garantir que o MOSFET estd nas configuracoes de (a) corte, (b)
chave fechada, ou triodo; e (c) em saturacdo, ou amplificador?

Quando um MOSFET esta em corte, o que pode ser garantido sobre a corrente Ip?

w w
Encontre a corrente Ix das configuragoes a seguir. Em todos os casos, considere pi,Cor— = ,upCoxf =

0.25 mA/V2e |V;| =1 V. Despreze a modulac¢do do comprimento de canal e o efeito da polarizagao de
corpo.
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21. Para os circuitos abaixo, encontre a tensdo Vx e desenhe o modelo de grandes sinais. Em todos os

w w
casos considere unCozf = ,u,pCowf =0.25 mA/V2, |V;| =1V e considere V4 = 100 V para obter a

polarizagdo do transistor. Despreze o efeito de corpo.
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22. Para os circuitos abaixo, defina os resistores de polarizagdo para garantir Ip = 1 mA e desenhe

w
o modelo de pequenos sinais. Em todos os casos considere ,uncoxf = ,upcozf = 0.25 mA/V2,
|Vi| = 1 V. Para definir o ponto de polarizagdo despreze a modulagdo do comprimento de canal, para
obter o modelo de pequenos sinais utilize V4 = 500 V. Para polarizacdo e para o modelo de pequenos

sinais despreze o efeito de corpo.

10V
3
5V
oo
|
I

Usig g Rp

(a) -
Rp =1MQ, Rp = 6.1716 kQ

12



10V 10V

A
co = Bp
[
Rp
Rsi
A Ll |
1
4V

o
0
Usig
Rg %RL
(b)

Rg=4%0, Rp =2.1716 kQ, R = 1 MQ

10V
5V
Rp
0
R
N B 6V
A Ll |
}| Ry,
o0
Vin
10V
A
Rpg
- -
(c)

As dimensodes dos transistores de polarizacao sdo iguais.
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